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如圖一之電路中，假設所有二極體均為理想（Ideal），且當 R1 為 5 k、

R2 為 10 k時，試求該電路的 I 和 V 值。（25 分）

圖一

如圖二之電路中，已知此兩個雙極性接面（BJT）電晶體（Q1及 Q2）之

電路：電流增益（β）均為 80、基-射極電壓（VBE(on)）均為 0.7 V，試

求：Q1及 Q2 中之靜態基極、集極與射極電流值。（25 分）

圖二
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如圖三之電路參數為：VTN=0.8V 和 k’n=40 μA/V2，以及λ=0。當 ML 之

寬長比(W/L)L=1，若 VI=5V、使得 Vo=0.10 V 時，試求其驅動電晶體之寬

長比[(W/L)D]。（25 分）

圖三

如圖四之電路中，假設所有二極體均為理想（Ideal），且當 R1為 1 k，且

vA = +1 V、vB = +2 V、vC = +3 V 時，試求該電路的 I 和 V 值。（25 分）

圖四
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